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【はじめに】 究極の微細MOSFET候補として、Siナノワイヤトランジスタが期待されている。ゲート電極が極細のSiチ

ャネルを取り囲む構造となるため、ゲート電界による制御性が高く、短チャネル効果を抑制しやすい。製作上重要な

課題として、ワイヤ太さの不均一性がある。一般にSiナノワイヤは、熱酸化によって製作されることが多い。本研究

では酸化条件を様々に変えることによって最適なワイヤ形状を探索した。【実験】 図１のようにSOI基板にハードマ

スク（HM）としてSiO２を堆積し，リソグラフィーとRIEによりHMとSOIを除去（①→②）。図2は、図1の工程②でのSiフィ

ンをバルク基板上に形成したもので、50nm程度の寸法での加工を確認している。様々な条件で熱酸化行い（②→ 

③）、形成された酸化膜をHF Vapor Etchingで除去した（③→④）。再び、熱酸化を行い、ゲート絶縁膜を形成した 

（④→⑤）。そして、熱酸化前後の断面形状やラインエッジラフネスをFIB+TEMおよびSEMにより観察した。発表では、 

これらの結果と考察について述べる。【謝辞】 本研究は、経済産業省「ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造 
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Fig.1 Fabrication process of Si nanowires. 

Fig.2 SEM image of ② configuration  

with bulk substrate. 
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